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L’électronique pour le calcul

Nouveau projet FERROFUTURES
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Concept : Pré-traitement local en mémoire ferroélectrique

FeRAM / 
FeMFET

NVM Memory

SRAM + VPU
=

C-SRAM

High-
BW Bus

 Computational SRAM
Endurance infinie
Optimisée pour le calcul parallèle
Programmable et adaptable

Mémoire ferroélectrique
Non-volatile
Accès rapide
Faible consommation
Forte endurance
Grande densité

Prendre le meilleur des 2 technologies

Validé dans Ferrofutures avec les contraintes 
applicatives les plus exigeantes : 
 Temps d'écriture/lecture équilibré
 Faible consommation 
 Grande vitesse

Gain au niveau système

Challenges
Adresser toute la chaine de valeur de l’IA embarquée

Step 04Step 03Step 02Step 01

HZO plus respectueux de 
l’environnement que ses 

prédécesseurs PZT

Data logger haut débit 
(≥100Mo/s) sur plateforme 

MAD200

Circuits et architectures en 
rupture pour la réalisation 

d’un système de calcul 
vectoriel Composant ferroélectrique 

(FeMFET) à basse tension 
opérationnelle

Adéquation 
Architecture Système 

et Application

Péréquation Circuit 
et Architecture 

Système

Adaptation 
Technologie et 

nouvelle logique

Montée en maturité d’une 
technologie émergente

Objectifs
Concevoir, fabriquer, caractériser et démontrer 

Avec plusieurs niveaux de mémorisation non-volatile : compromis fenêtre 
de mémorisation, épaisseur couche et stabilité de l'état ferroélectrique.

Dispositif HZO

Avec une tension de fonctionnement faible et multi-niveau pour de la 
logique non-volatile et le stockage de données à haute densité. 

Logique non-volatile

À base de FeMFET BEoL multi-niveaux
Circuits

À faible consommation et adapté à 
l'intégration dans des systèmes 
embarqués

Système "Compute-in-Place" ferroélectrique
100x reduction d’énergie

V<1,8V
Empreinte=0V
Endurance>1012cycles

Energie <1 fJ/bit
Endurance >1e12 cycles, 85°C

Energie > 50x gain /bit

Atouts du consortium pour atteindre les objectifs
Les savoir-faire

Simulation multi-échelle

Circuits, architectures 
& démonstrateurs : 
design & fabrication

Optimisation des 
matériaux et 

ingénierie des FeCaps

Caractérisation avancée

Ferro

Futures
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